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絶縁体層にイオン液体を、半導体材料にルブレン単結晶を用いた有機電界効果トランジスタ

（OFET）は高い動作性能を示すことから注目を浴びている[1]。OFET 動作を考えると、イオン液

体／ルブレン(001)界面は実際にキャリアが移動する場として非常に重要であり、この界面での微

細加工技術は基礎研究や応用研究における発展へと繋がることが期待される。現在までに我々は、

この界面において FM-AFM 探針との相互作用により掃引することで誘起されるルブレンの溶出

現象を確認している[2],[3]。本研究ではこの溶出現象を利用した、探針誘起のナノリソグラフィー

による界面構造制御を目的としている。 

図 1 にイオン液体(BMIM-TFSI)／ルブレン(001)界

面において探針誘起ナノリソグラフィーを行う前と

行った後の FM-AFM 像を示す[3]。長方形の穴の深さ

約 1.4 nmはルブレン分子一層分の高さと一致し、こ

のリソグラフィーの精度が分子 1 ステップレベルで

あることがわかった。ここで極性分子が電解質に溶出

しやすいことを考えると、電気化学環境下での界面へ

のホール注入はリソグラフィーのプロセス効率化に

繋がると考えられる。実際、界面へのホール注入を行

うと急激で、かつ異方的なルブレンの溶出が起こるこ

とが分かった（図 2）。電位制御下でのリソグラフィ

ーについても当日詳細に議論する予定である。 
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図 1 イオン液体／ルブレン(001)界面における探針

誘起ナノリソグラフィーを行う前(a)と行った後(b)

の FM-AFM 像(700×700 nm2)[3]。 
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図 2 イオン液体／ルブレン(001)界面に電気化学環境下

でホールを注入する前(a)と後(b)の FM-AFM像（3×3 μm2、

場所は一致していない。)  
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